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１．概要（Summary） 

金属ナノ粒子を電極触媒とした電気化学分析法は、電

気化学分析の対象拡大を可能とする。特に、カーボン電

極上へのメッキによる金属ナノ粒子の形成は、化学合成

法に比べて簡便かつクリーンな作製手法である。ところが、

カーボン電極上への金属電着密度の制御が難しく、測定

物質に応じた電極設計には限界があった。本報告では、

水中のセレナイト（Se(IV)）のストリッピング分析にむけた

金ナノ粒子(AuNP)高密度電着カーボン薄膜電極につい

て報告する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電界放出形走査電子顕微鏡(S4800)  

【実験方法】 

共スパッタ法により AuNP 埋め込みカーボン薄膜

(AuNP-C)電極およびピュアカーボン薄膜(pure-C)電極

を作製した。撹拌した 508 μM の塩化金(III)酸イオン

(HAuCl4)水溶液を金メッキ液とした。作製した電極を用

いて、Se(IV)のスクエアウェーブアノーディックストリッピン

グボルタンメトリー(SWASV)分析を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

金メッキ液中でのリニアスイープボルタンメトリの結果、

pure-C 電極に比べ AuNP-C 上では 0.1 V高電位側で

還元電流が生じた。これは、過電圧の差により埋め込まれ

た AuNP 上への金メッキがよりマイルドな電位で生じたこ

とを示している。これにより、+0.65 V vs Ag/AgClに印加

電位を設定することで、高密度に埋め込まれた AuNP 上

へのみ金メッキを施せることが明らかとなった。Fig. 1に金

電着前後の FE-SEM像を示す。pure-C電極上に比べ、

AuNP-C電極上では 20–200 nmの金ナノ粒子が 17倍

（71 nanoparticles/μm2）の密度で電着されていることが

わかった。Se(IV)の 0053WASV 分析の結果、AuNP-C

電極への Au電着により、検出限界を 50 ppb からWHO

規制値と同等の 10 ppbに向上することに成功した。 
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Fig. 1 FE-SEM images of the (a) Au NPs embedded 

carbon film electrode and (b) pure carbon film 

electrode after AuCl4
- electrodeposition.  

Scale bar: 2 μm;  


